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１．概要（Summary） 

近年、ナノ・マイクロ構造体によって熱ふく射のス

ペクトルや指向性をデザインできるようになった。こ

のような分野は熱ふく射制御とよばれ、材料の物性値

ではなく、構造のサイズによって熱ふく射を自由に設

計できる。 
我々は基板表面に MIM（Metal/Insulator/Metal）

構造の共振器を形成することにより、吸収スペクトル

を制御することに成功し、中赤外線域（8 ~15 µm）に

おいて特定波長のふく射率を増強できることを示し

てきた。しかし、これまでの研究では実験で得られる

吸収スペクトルのピーク位置と振幅は理論値と定量

的な差異があることが問題であった。その原因として

電子線描画装置で形成したパターンのサイズ誤差の

問題が考えられる。 
本研究では、MIM 構造の共振器作製プロセスを最

適化するこにより、吸収スペクトルをシミュレーショ

ン値と一致させることを目的とする。電子線描画装置

を活用して、MIM 構造の共振器を作製し、吸収スペ

クトルが理論値と一致するようにプロセス条件を最

適化することをめざす。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 超高速大面積電子線描画装置 
【実験方法】 

あらかじめ Insulator/Metal 層を形成したシリコン

基板上に電子線描画装置 F7000S を使用して、直径

0.5~2 µm 程度の Disk 型ホールパターンを作製した。

今回の実験では昨年度の試作時におけるプロセス起

因による寸法誤差を設計にフィードバックし、より精

度の高いデバイスを作製した。また、その吸収スペク

トルを計測し、シミュレーション結果と比較した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に加工した 20 mm 角のデバイスの写真を示

す。顕微 FTIR で吸収スペクトルを測定した結果、実

験結果はシミュレーション結果と良く一致すること

を確認した。これにより輻射制御構造のプロセス最適

化に成功したといえる。 
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Fig. 1 A prototype of 20 mm X 20 mm device 
fabricated by electron beam lithography 
F7000S 
 


